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用于单片集成 ＭＥＡ系统的神经信号探测电路和激励电路阵列
谢书珊１　 王志功１　潘海仙２　 吕晓迎２

（１东南大学射频与光电集成电路研究所，南京 ２１００９６）
（２东南大学生物电子学国家重点实验室，南京 ２１００９６）

摘要：介绍了单片集成ＭＥＡ系统和用于该系统的神经元信号探测电路和激励电路，基本单元电路是低功耗、低
噪声、高增益和小版图尺寸的运算放大器．详细讨论了探测电路、激励电路和基本单元运算放大器的设计．神经
元信号探测电路版图面积２９０μｍ×４００μｍ，功耗２０２ｍＷ，等效输入噪声１７７２ｎＶ／Ｈｚ，增益６０５ｄＢ，输出电
压摆幅－２４８～＋２５Ｖ．激励电路版图面积１３０μｍ×２９０μｍ，功耗７４０μＷ，输出电压摆幅－２５～２０４Ｖ．
参数表明这２种电路适用于单片集成ＭＥＡ系统．探测电路和单片集成ＭＥＡ系统已经流片．探测电路的测试结
果表明电路工作正常．
关键词：神经信号；探测；噪声；微电极阵列；ＣＭＯＳ工艺
中图分类号：ＴＮ７２２．７；Ｑ４２１
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